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トレンチゲートSiC MOSFETチップの技術的優位性

・当社独自技術を適用したトレンチゲートSiC MOSFETは、業界トップクラスの低オン抵抗と低スイッチング損失を実現しています。
・さらに、トレンチ構造の課題であるゲート信頼性についても、当社プレーナー構造と同等のゲート酸化膜寿命を達成しています。

(1) 高濃度JFETドーピングによる高チャネル密度化技術により、低オン抵抗を実現し、導通損失の低減に貢献

(2) トレンチ側壁（Side）へのP-well（SPW）形成により帰還容量（Cgd）を低減し、優れたスイッチング性能と低スイッチング損失を実現

(3) トレンチ底部（Bottom）へのP-well（BPW）形成により高電界を緩和し、ゲート酸化膜の信頼性向上および長寿命化を実現
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(3) BPW*2 → High reliable Gate characteristics

(2) SP*1 → Low switching loss

(1) JFET doping → Low on–state resistance

(note)
SPW*1 Side P-Well
BPW*2 Bottom P-Well
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